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1. Verwendungszweck

Die Steckeinheit ist die zentrale Baugruppe des Mik:o-
rechnersystems "NANOS", Sie verfigt Uber einen Bus-
anschlu® entsprechend K 1520 Standard. Der Einsatz der
Steckeinheit als selbsténdiger Mikrorechner ist méglich,
Die ZRE-Grundkarte umfaBt die Zentrale Verarbeitungsein-
heit, den Speicher (RAM, PROM), eine Parallele Ein/Ausgabe
(PI0), einen Quarzstabilisierten Taktgenerator, eine
POWER-ON-RUcksetzschaltung und eine Boot-Logik.

2. Technische Daten
2.1. Steckeinheitenabmessungen: ® 170 x 95
Steckverbinder: 1 x 58polig, indirekt
1 x 26polig, indirekt
Stromversorgung: 5P = 5V / 700 MA
(ohne Speicher)
2.2, Zentrale Verarbeitungseinheit: U 880 D
2.3. Juarztyp: Subminiatur TGL 33584
Qguarzfrequenz: 9832 kHz
Systemfrequenz: 2,458 MHz
2.4, Speicher: PROM U 555 D BaV. U 556 D
2K / 4K Byte, sbristber
in Stufen :zu 1/2K Byte
RAM U 214 O bzw. U 224 D
iK Byte
Adressierung: In Stufen zu 8K Byte
2.5. Parallel-E/A~-Baustein: U 855 D
Adressierung: FEST (P@...7FH)
Ausgénge : Steckverbinder X2
2.6. RESET-Schaltung : POWER-ON-RESET

ca, 20MS
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2.7. BOOT~Logik: Uber PIC Bit 7 PORT B
kann Speicher abgeschaltet
werden (BOOT)

3. Technische Beschreibung

3.1. Takterzeugung:

Der Guarzgenerator erzeugt eine Grundfrequenz von 9832 kHz.
Dlese wird mit Hilfe des Frequenzteilrrs “10 auf die System-
frequenz von 2,458 MHz heruntergeteilt, Der folgende Treiber
speist Uber A8"5 den Systembus. Diese verbindung kann durch
Wickelbricke X3:1-X4:1 unterbrochen wer en. Dann kann ein
separat er~eugter Takt eingespeist werden.

X3:1-X4:1 geschlossen interner Takt
X3:1-X4:1 offen externer Takt
3.2, Ricksetzschaltung:

Nach Einschalten der Betriebespannung 5P wird der Konden;
sator C3 Uber den .Jiderstand R14 aufgeladen. lVidhrend dieser
Zeit erzeugt "11 (A 302 D) ein POWER-ON-RESET-Signal wvon
ca. 20MS. Uber wickelbricke X5:1-X6:1 kann die RESET-
Generierung unterdrickt werden.

X5:1-X6:1 geschlossen POVER-ON-RESET
X5:1-X6:1 offen extern
3.3. BOOT~-Logik

Uber Portausgabe PIO Kanal B Bit 7 kann die Speicherbank
ab~-/zugeschaltet werden. Im Einschaltmoment wird Gber den
Pull UP Viderstand R5 die Speicherbank aktiviert und das
Signal MEMOI suf dem Systembus generiert. Dieser Zustand
bleibt solange erhalten, bis Bit 7 PIO Kanal B rickgesetzt
wird.

3.4, Beschaltung der Verarbeitungseinheit

Kernbaustein der ZRE ist der Mikroprozessor U 880 D. Die
Ergénzungselektronil gewéhrleistet die elektrischen Bedingungen
fir den AnechluB an den Systembus K 1520, Sie besteht aus:
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1. Einen Verstirker "4 fir das Taktsignal mit PULL UP
Widerstand R13, Mitbenutzt von PIO-Baustein "~20.

2. Arbeitswiderstande R1...R4 und Abblockdioden D2...DS
fir die OPEN-KOLLECTOR-Steuersignale (NMI, WAIT, INT,
BUSRY).

3. Dem bidirektionalen Datenbusverstérker "13, der mit dem
Signal BUSAK (A23"12) von der ZVE abgeschaltet werden kann,
Die Richtungssteuerung erfolgt mit dem Signal OIR

(E11"13) = LOW zur Verarbeitungseinheit "12 hin.

Die Bedingung lautet:
(M1 + RD) % A3"4
A8"4 = kein Speicherzugriff auf 4interne Memory
Bank und kein I/0O Verkehr Uber den internen PORT.

4, Den unidirektionalen Adreb- und Stouerbugverotérkern
"18, "19, "1, die Uber das Signal BUSAK von der ZVE abge-~
schaltet werden kénnen.

3.5. Speicher

Auf der ZRE kénnen bis zu 2 PROM-Baustcine vom Typ U 555 D
bzw. U 556 D geesteckt werden. Der Schreib-Lesespeicher wird
durch 2 SRAM-Beusteine vom Typ U 214 D bzw. U 224 D reali-
siert. Die Generierung der CHIP-SELECT-Signale erfolgt durch
die Bausteine "7, "8, Das Signal "ADRESSE ERKANNT" (A10"9)
wird gebildet, wenn ein Speicherzugriff auf die interne
MEMORY BANK erfolgt und das BOOT-Signal (A34-20) high ist.
Die Startadresse kann durch die Brlcken X7, X8 in Stufen
zu 8 KBytes eingestellt werden. Die Verschrift lautet:

Startadresse vWickelbrOcke geschlosgen
PSOOH X7 :1-X8:1
2000H X7 :2=-X8:2
AQGOOH X7 :3-X8:3
60agH X7 :4-X8 :4
8P0gH X7 :5=-X8:5
AGDOOH X7 :6-X8 :6
CPAaeH X7 :7-X8:7

E@GOH X7 :8-X8 :8
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FOr den Fall, daB das Signal "ADRESSE ERKANNT" vorliegt,
wird von der ZRL das Signal MEMDI (X1:C/B9) aktiviert, um
evtl, im AdreBraum parallel vorhandene Speicher abzuschalten.
Die interne Speicherbank laBt sich nur uUber das BOOT-Signal
ab/zuschalten. (Siehe PIO Beschreibung). Die Einstellung des
PROM-Typs erfolgt lUber die Bricken:

A9, X210
X11, X12 und
X13, X1i4

Fur den Einsatz des PROM-Typs U 555 D (1 KByte) gilt:
X09:2-X10:2
X11:2-X12:2
X13:1-X14:1

FUr den Eingsatz des PROM-Typs U 556 D (2 KByte) gilt:
X09:1-X10:1
X11:1-X12:1
X13:2-X14:1

Bei fehlendem Chip SELECT SIGNAL wird bei Verwendung von
U 556 D die POVWER DOVWWN Steuerung akt.viert.
Unabhéngig von den PROM-Bausteinen ergibt sich die
Startadresse des SRAM aus:

STARTADRESSE SPEICHERBANK + 1@@gH

Die RDY-Signal-Generierung fur die Speicherbank setzt sich
zusammen aus dem Signal "ADRESSE ERKANNT" und nichtaktivem
RSFH=-Signal. Oie vellsténdige Dekodiervorschrift lautet:

MREy * BOOT * NICHT RFSH ¥ “STARTADRESSE"

3.6. Ein-/Ausgabebaustein (PIO)

Die ZRE ist mit einem Ein-/Ausgabebaustein (PIO) bestickt.
Seine Ausgénge sind ungepuffert auf dem Steckverbinder X2
herausgeflhrt. In der Interruptkette besitzt der PIO-Baustein
die héchste Prioritét. Die AdreBdekodierung ist fest und
Uberstreicht den Bereich von @.:..7FH. Dem Anwender steht

der AdreBbereich von 8@...FFH zur Verfigung.
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Zur Adressierung des PIOU-Beusteins wird nur die AdreBleitung
AB 7 genutzt., Die Leitungen AB O - AB 1 werden direkt an den
Besustein gefihrt. Es besteht keine Mdglichkeit, den PIO-
Baustein bei gultiger Adresse abzuschalten. Die ROY-Dekodie-
rung erfolgt Uber "6. Die Vorschrift hierflir lautet:

TORY ¥ ("ADRESSE ERKANNT"* nicht M1) + (M1¥ NICHT IEO)

Zur Steuerung der BOOT-Logik wird das Signal BOOT AnschluB
A34"20 des PIO-Bausteins verwendet. Es bedeuten:

BOOT = LOV/ --~ SPEICHERBANK ABGESCHALTET
BOOT = HIGH --- SPEICHERBANK FREIGEGEBEN

Bei Anwahl des Speichers wird das Signal MEMOI generiert.

Bei der Initialisierung des PIO-Bausteins Kenal B im Bit
MODE ist zu beachten, daB zundchst das Ausgaberegister
geladen werden muB. Dazv ein Beispiel:

LD A ,MODE 1 ;BYTE EINGABE

ouT cPIOB ; STEUERWORT AUSGEBEN

LD A,88H :SET BIT 7 (BOOT SIGNAL)

ouT OPI0B ;AUSGABEREGISTER LADEN

LD A ,MODE3 ;BIT MODE

ouT cPIOB ; STEUERWORT AUSGEBEN

LD A,7FH ;IJ/OMASKE: € T 11 IITII

ouT CPIOB ;STEUERWORT AUSGEBEN
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